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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）第１の配線パターンが形成された第１のインターポーザに、前記第１の配線パタ
ーンと電気的に接続するように第１の半導体チップを搭載することによって、第１のパッ
ケージを形成すること、
　（ｂ）第２の配線パターンが形成された第２のインターポーザに、前記第２の配線パタ
ーンと電気的に接続するように第２の半導体チップを搭載することによって、第２のパッ
ケージを形成すること、
　（ｃ）前記第２のパッケージを、前記第２のインターポーザが前記第１の半導体チップ
及び前記第１のインターポーザの上方にオーバーラップするように配置すること、
　（ｄ）前記第１及び第２のインターポーザの間において、第１及び第２の材料を設ける
こと、
　（ｅ）前記第１及び第２の材料を加熱すること、
　を含み、
　前記第１の材料はろう材であり、前記第２の材料はフラックスを含む樹脂であり、
　前記（ｂ）工程は、前記第２の半導体チップを封止するように前記第２のインターポー
ザに封止部を設けることをさらに含み、
　前記第１のインターポーザは、前記封止部よりも熱膨張率が大きく、
　前記（ｅ）工程で、前記第１の材料を溶融して、前記第１及び第２の配線パターンを電
気的に接続する第１及び第２の端部を有するコンタクト部を形成すると同時に、前記第２
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の材料を溶融して、前記コンタクト部の一部を露出させるように、かつ、前記コンタクト
部の前記第１の配線パターンに接続する前記第１の端部の周囲を被覆する補強部を形成す
る半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程で、
　前記第１の材料を前記第２のインターポーザに設け、
　前記第２の材料を前記第１のインターポーザに設ける半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程で、
　前記第２の材料を前記第１及び第２のインターポーザのそれぞれに設け、
　前記第１の材料を前記第１又は第２のインターポーザにおける前記第２の材料上に設け
、
　前記（ｅ）工程で、
　前記第２の材料のうち前記第１のインターポーザに設けられた部分から、前記補強部を
第１の補強部として形成し、
　前記第２の材料のうち前記第２のインターポーザに設けられた部分から、前記コンタク
ト部の一部を露出させ、かつ、前記コンタクト部の前記第２の端部の周囲を被覆する第２
の補強部を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　（ａ）第１の配線パターンが形成された第１のインターポーザに、前記第１の配線パタ
ーンと電気的に接続するように第１の半導体チップを搭載することによって、第１のパッ
ケージを形成すること、
　（ｂ）第２の配線パターンが形成された第２のインターポーザに、前記第２の配線パタ
ーンと電気的に接続するように第２の半導体チップを搭載することによって、第２のパッ
ケージを形成すること、
　（ｃ）前記第２のパッケージを、前記第２のインターポーザが前記第１の半導体チップ
及び前記第１のインターポーザの上方にオーバーラップするように配置すること、
　（ｄ）前記第１及び第２のインターポーザの間において、第１及び第２の材料を設ける
こと、
　（ｅ）前記第１及び第２の材料を加熱すること、
　を含み、
　前記第１の材料はろう材であり、前記第２の材料はフラックスを含む樹脂であり、
　前記（ｄ）工程で、
　前記第２の材料を前記第１及び第２のインターポーザのそれぞれに設け、
　前記第１の材料を前記第１又は第２のインターポーザにおける前記第２の材料上に設け
、
　前記（ｅ）工程で、
　前記第１の材料を溶融して、前記第１及び第２の配線パターンを電気的に接続する第１
及び第２の端部を有するコンタクト部を形成すると同時に、
　前記第２の材料を溶融して、前記第２の材料のうち前記第１のインターポーザに設けら
れた部分から、前記コンタクト部の一部を露出させるように、かつ、前記コンタクト部の
前記第１の配線パターンに接続する前記第１の端部の周囲を被覆する第１の補強部を形成
し、前記第２の材料のうち前記第２のインターポーザに設けられた部分から、前記コンタ
クト部の一部を露出させ、かつ、前記コンタクト部の前記第２の端部の周囲を被覆する第
２の補強部を形成する半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スタックドタイプの半導体装置が開発されている。スタックドタイプの半導体装置は、
半導体チップを三次元的に実装するので、平面的に小型化が可能である。また、既存の半
導体チップの組み合わせで対応することができるので、新たな集積回路の設計が不要にな
る。しかしながら、それぞれの半導体チップをインターポーザによって支持した場合、上
下のインターポーザの接合強度が信頼性に影響を与えていた。また、上下のインターポー
ザの間に水分が残るとリフロー工程などの高温によって、この水分は水蒸気となって膨張
し、上下のインターポーザの剥離を生じることがあった。
【０００３】
　本発明の目的は、複数の半導体チップのそれぞれをインターポーザによって支持した場
合の、上下のインターポーザの接合強度を向上させることにある。
【特許文献１】特開平６－１３５４１号公報
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
（１）本発明に係る半導体装置は、
　第１の配線パターンが形成された第１のインターポーザと、前記第１のインターポーザ
に搭載されるとともに前記第１の配線パターンと電気的に接続された第１の半導体チップ
と、を含む第１のパッケージと、
　第２の配線パターンが形成された第２のインターポーザと、前記第２のインターポーザ
に搭載されるとともに前記第２の配線パターンと電気的に接続された第２の半導体チップ
と、を含む第２のパッケージと、
　前記第１及び第２の配線パターンを電気的に接続するコンタクト部と、
　補強部と、
　を有し、
　前記第１のパッケージは、前記第２のパッケージよりも熱膨張率が大きく、
　前記第２のパッケージは、前記第２のインターポーザが前記第１の半導体チップ及び前
記第１のインターポーザの上方にオーバーラップするように配置され、
　前記コンタクト部は、前記第１の配線パターンに第１の端部が接続するとともに前記第
２の配線パターンに第２の端部が接続するように、前記第１及び第２のインターポーザの
間に設けられ、
　前記補強部は、前記コンタクト部の一部を露出させ、かつ、前記コンタクト部の前記第
１の端部の周囲を被覆して設けられてなる。本発明によれば、補強部は、コンタクト部の
第１の配線パターンに接続される第１の端部を被覆している。第１の配線パターンが形成
される第１のパッケージは、第２のパッケージよりも熱膨張率が大きく、加熱時の膨張又
は冷却時の収縮の割合が大きい。そのため、コンタクト部は、第１の配線パターンに接続
される第１の端部に、より大きな応力が加えられるが、本発明では補強部によって効果的
にコンタクト部を補強することができる。さらに、補強部がコンタクト部の一部を露出し
ているので、第１及び第２のパッケージの間には、水蒸気などを逃がす空間が形成されて
いる。これによれば、水蒸気などの残留による第１及び第２のパッケージの剥離を防止で
き、第１及び第２のインターポーザの接合強度を向上させることができる。
（２）この半導体装置において、
　前記第２の半導体チップを封止するように前記第２のインターポーザに設けられた封止
部をさらに有し、
　前記第１のインターポーザは、前記封止部よりも熱膨張率が大きくてもよい。
（３）この半導体装置において、
　前記コンタクト部は、断面形状の最も大きい中間部を有し、
　前記補強部は、前記コンタクト部の前記中間部を露出させるように設けられていてもよ
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い。
（４）この半導体装置において、
　前記補強部は、樹脂を含んでもよい。これによって、コンタクト部の周囲を接着補強す
ることができる。
（５）この半導体装置において、
　前記補強部は、フラックスを含んでもよい。これによって、例えばコンタクト部の材料
であるろう材の濡れ性を高めて、コンタクト部と第１の配線パターンとの電気的接続を良
好に行うことができる。
（６）この半導体装置において、
　前記補強部は、ろう材を含んでもよい。これによって、コンタクト部と第１の配線パタ
ーンとの電気的接続を確実に達成することができる。
（７）この半導体装置において、
　前記補強部は、第１の補強部であり、
　第２の補強部をさらに有し、
　前記第２の補強部は、前記コンタクト部の一部を露出させ、かつ、前記コンタクト部の
前記第２の端部の周囲を被覆して設けられていてもよい。これによれば、コンタクト部の
一部を露出させつつ、コンタクト部の両側の端部を第１及び第２の補強部によって被覆す
るので、より効果的にコンタクト部を補強することができる。
（８）本発明に係る回路基板には、上記半導体装置が実装されている。
（９）本発明に係る電子機器は、上記半導体装置を有する。
（１０）本発明に係る半導体装置の製造方法は、
　（ａ）第１の配線パターンが形成された第１のインターポーザに、前記第１の配線パタ
ーンと電気的に接続するように第１の半導体チップを搭載することによって、第１のパッ
ケージを形成すること、
　（ｂ）第２の配線パターンが形成された第２のインターポーザに、前記第２の配線パタ
ーンと電気的に接続するように第２の半導体チップを搭載することによって、第２のパッ
ケージを形成すること、
　（ｃ）前記第２のパッケージを、前記第２のインターポーザが前記第１の半導体チップ
及び前記第１のインターポーザの上方にオーバーラップするように配置すること、
　（ｄ）前記第１及び第２のインターポーザの間において、第１の材料から前記第１及び
第２の配線パターンを電気的に接続するコンタクト部を形成し、前記第２の材料から補強
部を形成すること、
　を含み、
　前記第１のパッケージは、前記第２のパッケージよりも熱膨張率が大きく、
　前記コンタクト部は、前記第１の配線パターンに第１の端部が接続するとともに前記第
２の配線パターンに第２の端部が接続してなり、
　前記（ｄ）工程で、前記補強部を、前記コンタクト部の一部を露出させるように、かつ
、前記コンタクト部の前記第１の端部の周囲を被覆するように形成する。本発明によれば
、補強部を、コンタクト部の第１の配線パターンに接続される第１の端部を被覆するよう
に形成する。第１の配線パターンが形成される第１のパッケージは、第２のパッケージよ
りも熱膨張率が大きく、加熱時の膨張又は冷却時の収縮の割合が大きい。そのため、コン
タクト部は、第１の配線パターンに接続される第１の端部に、より大きな応力が加えられ
るが、本発明では補強部によって効果的にコンタクト部を補強することができる。さらに
、補強部がコンタクト部の一部を露出しているので、第１及び第２のパッケージの間には
、水蒸気などを逃がす空間が形成されている。これによれば、水蒸気などの残留による第
１及び第２のパッケージの剥離を防止でき、第１及び第２のインターポーザの接合強度を
向上させることができる。
（１１）この半導体装置の製造方法において、
　前記（ｂ）工程は、前記第２の半導体チップを封止するように前記第２のインターポー
ザに封止部を設けることをさらに含み、
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　前記第１のインターポーザは、前記封止部よりも熱膨張率が大きくてもよい。
（１２）この半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程前に、
　前記第１の材料を前記第２のインターポーザに設け、
　前記第２の材料を前記第１のインターポーザに設けてもよい。
（１３）この半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程前に、
　前記第２の材料を前記第１及び第２のインターポーザのそれぞれに設け、
　前記第１の材料を前記第１又は第２のインターポーザにおける前記第２の材料上に設け
、
　前記（ｄ）工程で、
　前記第２の材料のうち前記第１のインターポーザに設けられた部分から、前記補強部を
第１の補強部として形成し、
　前記第２の材料のうち前記第２のインターポーザに設けられた部分から、前記コンタク
ト部の一部を露出させ、かつ、前記コンタクト部の前記第２の端部の周囲を被覆する第２
の補強部を形成してもよい。これによれば、コンタクト部の一部を露出させつつ、コンタ
クト部の両側の端部を第１及び第２の補強部によって被覆するので、より効果的にコンタ
クト部を補強することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【０００６】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置を説明する平面図である。図２は
、図１に示す半導体装置のII－II線断面図である。図３は、図２の部分拡大図である。
【０００７】
　半導体装置は、第１のパッケージ１０を有する。第１のパッケージ１０は、第１のイン
ターポーザ１２を有する。第１のインターポーザ１２は、基板であって、プレートであっ
てもよい。第１のインターポーザ１２は矩形をなしていてもよい。第１のインターポーザ
１２は、ポリイミド樹脂などの樹脂で形成されていてもよいし、樹脂などの有機材料及び
無機材料の混合材料で形成されてもよいし、金属基板やセラミック基板であってもよい。
第１のインターポーザ１２には、第１の配線パターン１４が形成されている。第１の配線
パターン１４は、複数点を電気的に接続する配線と、他の部品との電気的な接続部となる
ランドを有していてもよい。第１の配線パターン１４は、その一部（例えばランドの中央
部）を避けて、絶縁層１５によって覆われていてもよい。第１の配線パターン１４は、第
１のインターポーザ１２の少なくとも一方の面に形成されている。第１の配線パターン１
４は、図示しないスルーホールを通して電気的に接続されるように、第１のインターポー
ザ１２の両面に形成してもよい。第１のインターポーザ１２は、多層基板やビルドアップ
型基板であってもよい。
【０００８】
　第１のパッケージ１０は、第１の半導体チップ１６を有する。第１の半導体チップ１６
には、集積回路１８が形成されている。第１の半導体チップ１６は、第１のインターポー
ザ１２に搭載されている。第１の半導体チップ１６は、接着剤２０を介して、第１のイン
ターポーザ１２に接着されている。接着剤２０は、樹脂であってもよい。接着剤２０は、
エネルギー硬化性（熱硬化性又は紫外線硬化性など）であってもよい。接着剤２０は、電
気的に絶縁性であってもよい。
【０００９】
　第１の半導体チップ１６は、第１の配線パターン１４に電気的に接続されている。図２
に示すように、第１の半導体チップ１６は、第１のインターポーザ１２にフェースダウン
ボンディングされていてもよい。その場合、第１の半導体チップ１６の電極となるバンプ
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２２と第１の配線パターン１４とを対向させて、両者を電気的に接続してもよい。接着剤
２０が異方性導電材料（異方性導電膜又は異方性導電ペースト等）であれば、導電粒子に
よって電気的な接続を図ることができる。接着剤２０が絶縁性接着剤であれば、その収縮
力を利用してバンプ２２と第１の配線パターン１４とを圧接させてもよい。あるいは、バ
ンプ２２と第１の配線パターン１４とは金属接合されていてもよい。変形例として、第１
の半導体チップ１６を第１のインターポーザ１２にフェースアップボンディングして、電
気的接続にワイヤを使用してもよい。
【００１０】
　半導体装置は、第２のパッケージ３０を有する。第２のパッケージ３０は、第２のイン
ターポーザ３２を有する。第２のインターポーザ３２には、第１のインターポーザ１２に
ついての説明が該当する。さらに、第２のインターポーザ３２は、第１のインターポーザ
１２と同じ材料で形成してもよいし、同じ厚みで形成してもよいし、同じ熱膨張率を有し
ていてもよい。あるいは、第２のインターポーザ３２は、第１のインターポーザ１２と異
なる材料で形成してもよいし、異なる厚みで形成してもよい。第２のインターポーザ３２
は、第１のインターポーザ１２よりも熱膨張率が小さくてもよい。なお、熱膨張率は、加
熱時の膨張率であるとともに、冷却時の収縮率でもある。第２のインターポーザ３２には
、第２の配線パターン３４が形成されている。第２の配線パターン３４には、第１の配線
パターン１４についての説明が該当する。第２の配線パターン３４は、その一部（例えば
ランドの中央部）を避けて、絶縁層３５によって覆われていてもよい。
【００１１】
　第２のパッケージ３０は、第２の半導体チップ３６を有する。第２の半導体チップ３６
には、集積回路３８が形成されている。第２の半導体チップ３６は、第２のインターポー
ザ３２に搭載され、第２の配線パターン３４に電気的に接続されている。第２の半導体チ
ップ３６は、図示しない接着剤によって第２のインターポーザ３２に接着されていてもよ
い。図２に示すように、第２の半導体チップ３６を第２のインターポーザ３２にフェース
アップボンディングしてもよい。その場合、第２の半導体チップ３６のパッド４０及び第
２の配線パターン３４にワイヤ４２をボンディングしてもよい。変形例として、第２の半
導体チップ３６を、第２のインターポーザ３２にフェースダウンボンディングしてもよい
。その電気的接続には、第１の半導体チップ１６についての内容を適用することができる
。
【００１２】
　第２のパッケージ３０は、封止部４４を有してもよい。封止部４４は、第２の半導体チ
ップ３６を封止しており、電気的接続部（例えばワイヤ４２）を封止していてもよい。封
止部４４は、第２のインターポーザ３２に設けられている。封止部４４は、後述する複数
のコンタクト部とオーバーラップするように形成されてもよい。封止部４４は、樹脂（例
えばモールド樹脂）で形成してもよい。封止部４４は、第１のインターポーザ１２よりも
熱膨張率が小さい。封止部４４は、第２のインターポーザ３２よりも熱膨張率が小さい。
熱膨張率を小さくするために、封止部４４はシリカを含有していてもよい。第１及び第２
のインターポーザ１２，３２の熱膨張率が、仮にそれぞれ単体としては同じであっても、
封止部４４が設けられることで、第２のインターポーザ３２（あるいは第２のパッケージ
３０）の熱膨張率が、第１のインターポーザ１２（あるいは第１のパッケージ１０）より
も小さくなっている。
【００１３】
　第２のパッケージ３０は、第１のパッケージ１０にオーバーラップするように配置され
ている。詳しくは、第２のインターポーザ３２が第１の半導体チップ１６及び第１のイン
ターポーザ１２の上方にオーバーラップしている。第２のインターポーザ３２は、第１の
半導体チップ３６の全体の上方にオーバーラップしている。第１のパッケージ１０上に、
１つの第２のパッケージ３０が配置されていてもよい。
【００１４】
　第１のパッケージ１０（第１のインターポーザ１２）の、第１の半導体チップ１６が搭
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載された側に、第２のパッケージ３０（第２のインターポーザ３２）が積み重ねられてい
る。第２のパッケージ３０（第２のインターポーザ３２）の第２の半導体チップ３６が搭
載された側を、第１のパッケージ１０（第１のインターポーザ１２）の第１の半導体チッ
プ１６とは反対側に配置してもよい。
【００１５】
　第１及び第２のパッケージ１０，３０（第１及び第２のインターポーザ１２，３２）の
間には、複数のコンタクト部４６が設けられている。コンタクト部４６は、第１及び第２
の配線パターン１４，３４を電気的に接続する。例えば、第１の配線パターン１４の一部
（例えばランド）と、第２の配線パターン３４の一部（例えばランド）が相互に対向して
おり、この対向する部分間にコンタクト部４６を設けてもよい。コンタクト部４６は、第
１の配線パターン１４に第１の端部４７が接続し、第２の配線パターン３４に第２の端部
４８が接続している。コンタクト部４６は、軟ろう（soft solder）又は硬ろう（hard so
lder）のいずれで形成してもよい。軟ろうとして、鉛を含まないハンダ（以下、鉛フリー
ハンダという。）を使用してもよい。鉛フリーハンダとして、スズ－銀（Ｓｎ－Ａｇ）系
、スズ－ビスマス（Ｓｎ－Ｂｉ）系、スズ－亜鉛（Ｓｎ－Ｚｎ）系、あるいはスズ－銅（
Ｓｎ－Ｃｕ）系の合金を使用してもよいし、これらの合金に、さらに銀、ビスマス、亜鉛
、銅のうち少なくとも１つを添加してもよい。コンタクト部４６は、断面形状の最も大き
い中間部４９を有する。コンタクト部４６の第１の端部４７又は第２の端部４８は、コン
タクト部４６の中間部４９よりも断面形状が小さくなっている。コンタクト部４６は、ほ
ぼ球体の一部をなしていてもよい。
【００１６】
　第１及び第２のインターポーザ１２，３２の間には、補強部５０が設けられている。補
強部５０は、それぞれのコンタクト部４６の一部を露出させ、かつ、それぞれのコンタク
ト部４６の第１の端部４７を被覆して設けられている。コンタクト部４６のうち補強部５
０からの露出部は、コンタクト部４６の第２の端部４８（のみ）であってもよいし、コン
タクト部４６の中間部４９から第２の端部４８に連続する部分（片側半分以上）であって
もよい。補強部５０は、第２のインターポーザ３２を避けて（第２のインターポーザ３２
と非接触にして）設けられている。補強部５０は、第１の端部４７の全周を被覆してもよ
い。詳しくは、補強部５０は、コンタクト部４６と第１の配線パターン１４との接触界面
の端部の全周を被覆してもよい。補強部５０は、第１の配線パターン１４のランドの端部
に載せられた絶縁層１５上に広がっていてもよい。
【００１７】
　補強部５０は、それぞれのコンタクト部４６ごとに、隣同士が非接触になるように設け
られていてもよい。補強部５０は、隣同士のコンタクト部４６の間を避けていてもよい。
隣同士のコンタクト部４６の間の領域から第１のインターポーザ１２が露出していてもよ
い。あるいは、補強部５０は、複数のコンタクト部４６の複数の第１の端部４７を一括し
て被覆するように設けられていてもよい。
【００１８】
　本実施の形態では、補強部５０は、樹脂（例えば熱硬化性樹脂）を含む。補強部５０は
、接着剤であってもよい。これによって、コンタクト部４６の周囲を接着補強することが
できる。補強部５０は、フラックスをさらに含んでいてもよい。これによって、コンタク
ト部４６の材料であるろう材の濡れ性を高めて、コンタクト部４６と第１の配線パターン
１４との電気的接続を良好に行うことができる。補強部５０は、ろう材をさらに含んでい
てもよい。ろう材は、コンタクト部４６の材料と同一であってもよいし、異なっていても
よい。これによって、コンタクト部４６と第１の配線パターン１４との電気的接続を確実
に達成することができる。補強部５０として、アンダーフィルフラックス又はアンダーフ
ィルペーストと呼ばれるものを使用してもよい。補強部５０は、樹脂、フラックス及びろ
う材の全部が混合していてもよい。あるいは、補強部５０は、樹脂及びフラックス、ある
いは樹脂及びろう材の組み合わせが混合していてもよい。なお、補強部５０がろう材（導
電材料）を含んでいても、ろう材は第１の配線パターン１４に留まるので、隣同士のコン
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タクト部４６の電気的ショートは回避することができる。
【００１９】
　半導体装置は、複数の外部端子（例えばハンダボール）５２を有していてもよい。外部
端子５２は、第１のインターポーザ１２の、第１の半導体チップ１６が搭載された面とは
反対側に設けられる。外部端子５２は、第１の配線パターン１４の一部となるランド上に
設けてもよい。外部端子５２は、軟ろう（soft solder）又は硬ろう（hard solder）のい
ずれで形成してもよい。軟ろうとして、上述した鉛フリーハンダを使用してもよい。
【００２０】
　本実施の形態によれば、補強部５０は、コンタクト部４６の第１の配線パターン１４に
接続される第１の端部４７を被覆している。第１の配線パターン１４が形成される第１の
パッケージ１０は、第２のパッケージ３０よりも熱膨張率が大きく、加熱時の膨張又は冷
却時の収縮の割合が大きい。そのため、コンタクト部４６は、第１の配線パターン１４に
接続される第１の端部４７に、より大きな応力が加えられるが、本実施の形態では補強部
５０によって効果的にコンタクト部４６を補強することができる。さらに、補強部５０が
コンタクト部４６の一部を露出しているので、第１及び第２のパッケージ１０，３０の間
には、水蒸気などを逃がす空間が形成されている。これによれば、水蒸気などの残留によ
る第１及び第２のパッケージ１０，３０の剥離を防止でき、第１及び第２のインターポー
ザ１２，３２の接合強度を向上させることができる。また、コンタクト部４６は、補強部
５０によって密閉されていないので、再溶融時（例えば外部端子５２のリフロー時）に体
積が膨張して密閉空間が破壊されることがなく、このことからも第１及び第２のインター
ポーザ１２，３２の接合強度を向上させることができる。
【００２１】
　図４は、本発明に係る半導体装置の製造方法の一部を説明する図であり、詳しくは第１
のパッケージの組み立てを説明する図である。図５は、図４のＶ－Ｖ線断面の一部拡大図
である。本実施の形態では、第１のインターポーザ６０を使用する。第１のインターポー
ザ６０は、後の工程で切断されて、複数の第１のインターポーザ１２（図１参照）を提供
するものである。すなわち、第１のインターポーザ６０は、複数の第１のインターポーザ
１２となる領域を含む。第１のインターポーザ６０には、複数の第１の配線パターン１４
が形成されている。変形例として、個々の第１のパッケージの一部となる第１のインター
ポーザ１２を組み立て工程で使用してもよい。
【００２２】
　第１のインターポーザ１２には、第１の半導体チップ１６を搭載する。本実施の形態で
は、第１のインターポーザ６０の、複数の第１のインターポーザ１２となる領域のそれぞ
れに第１の半導体チップ１６を搭載する。第１の半導体チップ１６は、接着剤２０によっ
て第１のインターポーザ１２に接着する。また、第１の配線パターン１４と第１の半導体
チップ１６を電気的に接続する。本実施の形態では、第１のインターポーザ６０の、複数
の第１の配線パターン１４のそれぞれと、第１の半導体チップ１６を電気的に接続する。
第１のパッケージ１０の組み立ては、上述した第１のパッケージ１０の説明から導き出す
ことができるプロセスを含む。さらに、第１のパッケージ１０について、第１の半導体チ
ップ１６の特性検査を行って、良品・不良品の判断をする。不良品と判断された第１のパ
ッケージ１０には、後の工程で、第２のパッケージ３０を積み重ねない。
【００２３】
　図６及び図７は、本発明に係る半導体装置の製造方法の一部を説明する図であり、詳し
くは第２のパッケージの組み立てを説明する図である。本実施の形態では、図６に示すよ
うに、第２の配線パターン３４が形成された第２のインターポーザ３２に第２の半導体チ
ップ３６を搭載する。第２の半導体チップ３６は、図示しない接着剤によって第２のイン
ターポーザ３２に接着してもよい。また、第２の配線パターン３４と第２の半導体チップ
３６を電気的に接続する。これらのプロセスの詳細は、上述した第２のパッケージ３０の
説明から導き出すことができる。変形例として、複数の第２のインターポーザ３２となる
領域を含む第２のインターポーザを使用してもよい。その詳細は、第１のインターポーザ
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６０についての内容が該当する。
【００２４】
　そして、図７に示すように、第２の半導体チップ３６を封止するように第２のインター
ポーザ３２に封止部４４を設ける。封止部４４は、トランスファーモールドによって形成
してもよい。このプロセスの詳細は、上述した第２のパッケージ３０の説明から導き出す
ことができる。さらに、第２のパッケージ３０について、第２の半導体チップ３６の特性
検査を行って、良品・不良品の判断をする。特性検査は、封止部４４の形成後に行っても
よいが、その形成前に行って、不良品と判断された第２の半導体チップ３６には封止部４
４を設けないことにしてもよい。
【００２５】
　図８～図１０は、本発明に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。本実施の形
態では、第１のパッケージ１０の上方に、第２のパッケージ３０を配置する。なお、第２
のインターポーザ３２を、第１のインターポーザ１２の第１の半導体チップ１６が搭載さ
れた側に積み重ねる。第２のパッケージ３０を、第２のインターポーザ３２が第１の半導
体チップ１６及び第１のインターポーザ１２の上方にオーバーラップするように配置する
。詳しくは、上述した第１及び第２のパッケージ１０，３０の配置に関する説明から導き
出すことができる。
【００２６】
　第１及び第２のパッケージ１０，３０（第１及び第２のインターポーザ１２，３２）を
積み重ねる前に、コンタクト部４６を形成するための第１の材料６２と、補強部５０を形
成するための第２の材料６４を、第１及び第２のインターポーザ１２，３２の間（例えば
第１及び第２のインターポーザ１２，３２の少なくともいずれか一方）に設ける。第１の
材料６２は第２のインターポーザ３２側に設け、第２の材料６４は第１のインターポーザ
１２側に設ける。第１の材料６２は、ボール状（固形状）をなしていてもよい。第１の材
料６２は、軟ろう（soft solder）又は硬ろう（hard solder）であってもよい。軟ろうと
して、上述した鉛フリーハンダを使用してもよい。第１の材料６２は、いわゆるハンダボ
ールであってもよい。第２の材料６４は、ペースト状をなしていてもよい。第２の材料６
４は、樹脂ペーストであってもよく、フラックス及びハンダの少なくとも一方をさらに含
んでもよく、詳しくは上述の補強部５０の説明から導き出すことができる。第２の材料６
４は、第１の材料６２に対向する位置に設けてもよい。なお、第２の材料６４の一部も第
１の材料６２と一体化して、コンタクト部４６となってもよい。
【００２７】
　第１の材料６２を第２のインターポーザ３２に設けてもよい。詳しくは、第１の材料６
２を第２の配線パターン３４に設ける。第２の配線パターン３４の例えば複数のランドの
それぞれに、第１の材料６２を載せてもよい。第２の材料６４は、第１の材料６２に対向
するように、第１のインターポーザ１２に設けてもよい。第２の材料６４は、第１の配線
パターン１４の例えば複数のランドのそれぞれに設けてもよいし、複数のランドの２以上
を一括して含む範囲に設けてもよい。第２の材料６４を設ける方法は、印刷方式（例えば
スクリーン印刷）、ピンなどによる転写方式、ディスペンサによる塗布方式、又は液滴吐
出方式（例えばインクジェット方式）などのいずれを適用してもよい。
【００２８】
　変形例として、第１の材料６２に第２の材料６４をあらかじめ付着させておき、それら
を、第１及び第２のインターポーザ１２，３２のいずれか一方（例えば第１のインターポ
ーザ１２）に設けてもよい。
【００２９】
　複数の第１のインターポーザ１２となる領域を有する第１のインターポーザ６０を使用
し、それぞれの第１のインターポーザ１２となる領域に、第２のパッケージ３０を積み重
ねてもよい。なお、不良品と判断された第１のパッケージ１０には、第２のパッケージ３
０を積み重ねない。こうすることで、第２のパッケージ３０（第２の半導体チップ３６）
が無駄になるのを避けることができる。
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【００３０】
　図９に示すように、加熱工程（例えばリフロー工程）を行い、第１及び第２の材料６２
，６４を溶融して、第１の材料６２からコンタクト部４６を形成し、第２の材料６４から
補強部５０を形成する。コンタクト部４６によって、第１及び第２のパッケージ１０，３
０を電気的に接続する。詳しくは、コンタクト部４６によって、第１及び第２のインター
ポーザ１２，３２の間で、第１及び第２の配線パターン１４，３４を電気的に接続するこ
とができる。また、補強部５０をコンタクト部４６の第１の端部４７を被覆するように設
けることができる。補強部５０は、コンタクト部４６の一部を露出している。第１及び第
２のインターポーザ１２，３２の間には隙間が形成されている。
【００３１】
　その後、図１０に示すように、第１のインターポーザ１２の、第１の半導体チップ１６
が搭載された面とは反対側に、複数の外部端子５２を設けてもよい。外部端子５２は、第
１の材料６２と同様にボール状をなし、第１の材料６２と同様の材料を含んでいてもよい
。なお、上述した第１のインターポーザ６０を使用した場合、これを複数の第１のインタ
ーポーザ１２に切断する。
【００３２】
　本実施の形態では、以上の工程を経て、半導体装置を製造することができる。このプロ
セスは、半導体装置の構造についての説明から導き出すことができる内容を含む。
【００３３】
　（第２の実施の形態）
　図１１は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置を説明する断面図である。本実
施の形態では、半導体装置は第１及び第２の補強部７０，７２を有する。
【００３４】
　第１及び第２の補強部７０，７２は、第１及び第２のインターポーザ１２，３２の間に
設けられている。第１及び第２の補強部７０，７２は、それぞれ、コンタクト部４６の一
部を露出して設けられている。コンタクト部４６の露出部の説明は上述した通りである。
【００３５】
　第１の補強部７０は、コンタクト部４６の第１の配線パターン１４に接続される第１の
端部を被覆している。第１の補強部７０の詳細は、上述の補強部５０の内容についての説
明が該当する。
【００３６】
　第２の補強部７２は、コンタクト部４６の第２の配線パターン３４に接続される第２の
端部を被覆している。第２の補強部７２は、第１のインターポーザ１２を避けて（第１の
インターポーザ１２と非接触にして）設けられている。第２の補強部７２は、第２の配線
パターン３４に接続される第２の端部の全周を被覆してもよい。詳しくは、第２の補強部
７２は、コンタクト部４６と第２の配線パターン３４との接触界面の端部の全周を被覆し
てもよい。第２の補強部７２は、第２の配線パターン３４のランドの端部に載せられた絶
縁層上に広がっていてもよい。
【００３７】
　第２の補強部７２は、それぞれのコンタクト部４６ごとに、隣同士が非接触になるよう
に設けられていてもよい。第２の補強部７２は、隣同士のコンタクト部４６の間を避けて
いてもよい。隣同士のコンタクト部４６の間の領域から第２のインターポーザ３２が露出
していてもよい。あるいは、第２の補強部７２は、複数のコンタクト部４６の複数の第２
の端部を一括して被覆するように設けられていてもよい。
【００３８】
　第２の補強部７２の材料は、上述の補強部５０の内容についての説明が該当する。さら
に、第２の補強部７２は、第１の補強部７０と同じ材料であってもよいし、異なる材料で
あってもよい。なお、この構造のその他の詳細は、上述した第１の実施の形態の内容から
導き出すことができる内容を含む。
【００３９】
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　本実施の形態によれば、コンタクト部４６の一部を露出させつつ、コンタクト部４６の
両側の端部を第１及び第２の補強部７０，７２によって被覆するので、上述の実施の形態
で説明した効果に加えて、より効果的にコンタクト部４６を補強することができる。
【００４０】
　図１２～図１４は、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。第
１及び第２のパッケージ１０，３０（第１及び第２のインターポーザ１２，３２）を積み
重ねる前に、コンタクト部４６形成するための第１の材料６２と、第１及び第２の補強部
７０，７２を形成するための第２の材料６６を、第１及び第２のインターポーザ１２，３
２の間（例えば第１及び第２のインターポーザ１２，３２の少なくともいずれか一方）に
設ける。第２の材料６６は、第１及び第２のインターポーザ１２，３２（第１及び第２の
配線パターン１４，３４）のそれぞれに接触するように設ける。第１の材料６２は、第１
又は第２のインターポーザ１２，３２における第２の材料６４に接触するように設ける。
第２の材料６６は、第１のインターポーザ１２から非接触にしてもよい。第２の材料６６
は、第２のインターポーザ３２から非接触にしてもよい。第１の材料６２の内容は上述し
た通りである。第２の材料６６の内容は、上述の第２の材料６４の内容についての説明が
該当する。
【００４１】
　第２の材料６６を第２のインターポーザ３２に設けて、第１の材料６２を第２のインタ
ーポーザ３２における第２の材料６６上に設けてもよい。その場合、第１のインターポー
ザ１２には、第２の材料６６を設けておく（図８参照）。その後、第１のインターポーザ
１２となる領域に第２のパッケージ３０を積み重ねて、加熱工程（例えばリフロー工程）
を行い、第１及び第２の材料６２，６６を溶融させる。あるいは、第２のインターポーザ
３２の加熱工程を行い、第１及び第２の材料６２，６６を溶融させた後に、第１及び第２
のインターポーザ１２，３２を積み重ねて、再び加熱工程を行ってもよい。こうして、第
１の材料６２からコンタクト部４６を形成し、第２の材料６６から第１及び第２の補強部
７０，７２を形成する。
【００４２】
　変形例として、第１の材料６２（の全表面）に第２の材料６６をあらかじめ付着させて
おき、それらを、第１及び第２のインターポーザ１２，３２のいずれか一方（例えば第２
のインターポーザ３２）に設けてもよい。
【００４３】
　このプロセスのその他の詳細は、上述の半導体装置の構造についての説明から導き出す
ことができる内容を含む。
【００４４】
　図１５には、上述した実施の形態で説明した半導体装置１が実装された回路基板１００
０が示されている。この半導体装置を有する電子機器として、図１６にはノート型パーソ
ナルコンピュータ３０００が示され、図１７には携帯電話３０００が示されている。
【００４５】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。
例えば、本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方
法及び結果が同一の構成、あるいは目的及び結果が同一の構成）を含む。また、本発明は
、実施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明
は、実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成する
ことができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加
した構成を含む。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置を説明する平面図である。
【図２】図２は、図１に示す半導体装置のII－II線断面図である。
【図３】図３は、図２の部分拡大図である。
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【図４】図４は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図で
ある。
【図５】図５は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図で
ある。
【図６】図６は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図で
ある。
【図７】図７は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図で
ある。
【図８】図８は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図で
ある。
【図９】図９は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図で
ある。
【図１０】図１０は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する
図である。
【図１１】図１１は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置を説明する図である。
【図１２】図１２は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する
図である。
【図１３】図１３は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する
図である。
【図１４】図１４は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する
図である。
【図１５】図１５は、本実施の形態に係る半導体装置が実装された回路基板を示す図であ
る。
【図１６】図１６は、本実施の形態に係る半導体装置を有する電子機器を示す図である。
【図１７】図１７は、本実施の形態に係る半導体装置を有する電子機器を示す図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１０…第１のパッケージ　１２…第１のインターポーザ　１４…第１の配線パターン
　１６…第１の半導体チップ　３０…第２のパッケージ　３２…第２のインターポーザ
　３４…第２の配線パターン　３６…第２の半導体チップ　４４…封止部
　４６…コンタクト部　４７…第１の端部　４８…第２の端部　４９…中間部
　５０…補強部　５２…外部端子　６０…第１のインターポーザ　６２…第１の材料
　６４…第２の材料　６６…第２の材料　７０…第１の補強部　７２…第２の補強部
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